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(57) Abstract: The invention concerns an optoelectronic component, in particular an optoelectronic component adapted to be sur- 
face-mounted, comprising a housing body (2), an optoelectronic semiconductor chip (3) arranged in particular in a recess (6) of the 
housing body, and electrical connections (1A, IB), the semiconductor chip being in electroconductive connection with the electrical 
connections of the conductor network. The housing body (2) is made of a sheathing material, in particular a plastic material, filled 
with a filler material having a high degree of reflection in a wavelength range less than about 500 nm. 
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(57) Zusammeofassuog: Optoelektronisches Bauelement, insbesondere oberflachenmontierbares optoelektronisches Bauelement, 
mit einem Gehausekcirper (2), einem insbesondere in einer Ausnehmung (6) des Gehausekorpers angeordneten optoelektronischen 
Halbleiterchip (3) und mit elektrischen Anschltlssen (1A, IB), wobei der Halbleiterchip mit den elektrischen Anschlussen des Lead- 
frames elektrisch lei tend verbunden ist. Der GehausekSrper (2) ist aus einem Umhullungsmaterial, insbesondere ein Kunststoff- 
material, mit einem FUllstoff gebildet, welcher einen hohen Reflexionsgrad in einem Wellenlangenbereich unterhalb etwa 500 nm 
aufweist. 
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Beschreibung 

Optoelektronisches Bauelement 

Die Erfindung betrifft ein optoelektronisches Bauelement, 
insbesondere ein strahlungsemittierendes, vorzugsweis ober- 
f lachenmontierbares Bauelement, nach dem Oberbegriff von Pa- 
tentanspruch 1. 

Unter den Begriff "Umhullungsmaterial" fallt im vorliegenden 
Zusammenhang insbesondere jedes Material, das mittels 
Giessen, Spritzen, Spritzgiessen oder Spritzpressen in eine 
vorgesehene Form gebracht werden kann. Hierzu gehoren insbe- 
sondere Reaktionsharze, wie Epoxidharze, Acrylharze und Sili- 
konharze . Denkar ist auch die Verwendung von keramischen oder 
glasartigen Materialien. 

Bei herkommlichen oberf lachenmontierbaren optoelektronischen 
Bauelementen wird zunachst ein vorgehaustes Bauteil dadurch 
hergestellt, dass ein vorgef ertigter Leiterrahmen (Leadframe) 
mit einem geeigneten Kunststof fmaterial umspritzt wird, wel- 
ches einen Gehciusekorper des Bauteils bildet . Dieser Gehause- 
korper weist zum Beispiel an der Oberseite eine Vertiefung 
auf , in die von zwei gegenuberliegenden Seiten Leadf rame-An- 
schlusse eingefuhrt sind. Auf einem dieser Leadf rame-An- 
schlusse ist ein Halbleiterchip wie beispielsweise ein LED- 
Chip aufgeklebt und elektrisch kontaktiert. Der andere Lead- 
frame -AnschluS ist liber einen Bonddraht mit dem Halbleiter- 
chip verbunden. In die Vertiefung ist eine in der Regel 
transparente Vergussmasse eingefullt. Diese Grundform von 
oberf lachenmontierbaren optoelektronischen Bauelementen ist 
beispielsweise aus dem Artikel „ SIEMENS SMT-TOPLED fur die 
Oberf lachenmont age w von F. Mollmer und G. Waitl, Siemens 
Components 29 (1991), Heft 4, Seiten 147-149, bekannt . 

Bei diesen bekannten oberf lachenmontierbaren Bauformen kann 
eine sehr gerichtete Abstrahlung dadurch erreicht werden, 
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dass die Seitenwande der Vertiefung derart ausgebildet sind, 
beispielsweise als geeignet schraggestellte oder gekrummte 
Flachen, dass sie fur eine vom Halbleiterchip seitlich pder 
nach riickw&rts ausgesandte Strahlung einen Reflektor ausbil- 
den, der diese Strahlung zur gewunschten Abstrahlungsrichtung 
hin umlenkt. Je nach Gehausef orm bzw. Ref lektorf orm kann das 
Bauelement als sogenannter Toplooker, d.h. mit einer Hauptab- 
strahlrichtung senkrecht oder in einem steilen Winkel zur 
Montageebene des Bauelement s, oder als sogenannter 
Sidelooker, d.h. mit einer Hauptabstrahlrichtung parallel 
oder in einem flachen Winkel zur Montageebene des Bauele- 
ment s, konstruiert werden. Beispiele eines Toplookers und ei- 
nes Sidelookers mit den entsprechenden Gehausef ormen sind zum 
Beispiel in FIG 2 bzw. FIG 3 der EP 0 400 175 Al gezeigt. 

Als Material fur den Gehausekorper des Bauelements wird ubli- 
cherweise ein Thermoplastmaterial oder ein Duroplastmaterial 
verwendet.. In einer bevorzugten Ausfuhrungsf orm, die in der 
Praxis eingesetzt wird, verwendet man als Kunststof fmaterial 
fur den Gehausekorper ein mit Glasfasern gefulltes Polyphta- 
lamid, das mit einem Ti0 2 -Fullstof f weiS eingefarbt ist. 

Der Vollstandigkeit halber sei noch darauf hingewiesen, dass 
es auSerdem bekannt ist, derartige optoelektronische Bauele- 
mente mit zusatzlichen optischen Elementen auszubilden, um 
ihre Abstrahlcharakteristik zu verbessern bzw. an spezielle 
Anwendungsf alle anzupassen. So zeigen zum Beispiel die EP 0 
400 ^76 Al und die DE 197 55 734 Al oberf lachenmontierbare 
optoelektronische Bauelemente der eingangs beschriebenen Art, 
die jeweils mit einer zusatzlichen optischen Einrichtung auf 
dem Gehausekorper und/ oder der Vergussmasse versehen sind. 

Es wurde f estgestellt , dass bei Verwendung von Halbleiter- 
chips, die Strahlung aus dem blauen Spektralbereich und/oder 
aus dem ultraviolet ten Spektralbereich emittieren, insbeson- 
dere GaN-basierte Halbleiterchips , bei denen eine strahlungs- 
emittierende aktive Schicht ein GaN- # InGaN- , AlGaN- oder 
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InAlGaN-Material auf weist, die Strahlungsausbeute aus dem 
Bauelement unerwartet niedrig ist. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein 
optoelektronisches Bauelement der eingangs genannten Art mit 
einem ultraviolette und/oder blaue Strahlung aussendenden 
und/oder empf angenden Chip derart weiterzubilden, dass die 
Strahlungsausbeute aus dem Bauelement verbessert ist. 

Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht 
darin, ein optoelektronisches Bauelement der eingangs genann- 
ten Art zu entwickeln, bei dem der Gehausekorper alterungs- 
stabil ist, das heifit weitestgehend keine Degradation auf- 
weist . 

Diese Aufgaben werden durch ein optoelektronisches Bauelement 
mit den Merkmalen des Patentanspruches 1 gelost . Vorteilhafte 
Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteranspruchen 2 
bis 12 angegeben . 

GemaS der vorliegenden Erfindung wird der Gehausekorper des 
optoelektronischen Bauelements aus einem Kunststof fmaterial 
mit einem Fiillstoff gebildet, wobei der Fiillstoff ein hohes 
Ref lexionsvermogen in einem Wellenlangenbereich unterhalb von 
etwa 500 nm aufweist. 

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass bei den 
herkommlicherweise verwendeten Materialien fur den Gehause- 
korper der optoelektronischen Bauelemente der Fullstoff, d.h. 
im oben beschriebenen Fall der weiS farbende Ti0 2 -Fullstof f / 
die Strahlungsausbeute aus einem Bauelement wesentlich beein- 
flusst. Wie in den FIG 2C und 3 dargestellt, weist der Ti0 2 - 
Fullstoff oberhalb von etwa 480 bis 500 nm ein gutes Refle- 
xions vermogen auf . Fur kleinere Wellenlangen nimmt das Ref le- 
xionsvermogen stark ab, so dass ein bedeutender Anteil des 
auf den Gehausekorper tref fenden Lichts in diesem unteren 
Wellenlangenbereich von diesem absorbiert wird und somit der 
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Wirkungsgrad des Bauelements in diesem Wellenlangenbereich 
deutlich abnimmt. Des weiteren tragt die durch den Fiillstoff 
absorbierte Energie zum Alterungsprozess des Kunststoff mate- 
rials bei. 

Verwendet man, wie gemaS der vorliegenden Erfindung vorge- 
schlagen, einen Fiillstoff, der auch in einem Wellenlangenbe- 
reich unterhalb von etwa 500 nm ein hohes Ref lexionsvermogen 
aufweist, so wird dadurch einerseits der Wirkungsgrad des op- 
toelektronischen Bauelements in den Wellenlangenbereichen un- 
terhalb von 500 nm erhoht und andererseits der Gehausekorper 
gegen Alterung geschutzt; 

Geeignete Fiillstoff e sind beispielsweise Bariumsulf at , Anatas 
(dies ist eine Modif ikation von TiO z ) und Teflon (PTFE) , die 
vorzugsweise mit einem Volumenanteil von bis zu 50% zugesetzt 
sind. Ein weiterhin bevorzugter Volumenanteil liegt im Be- 
reich zwischen etwa 5 % und etwa 15 %. 

Fur das Kunststof fmaterial des Gehausekorpers wird vorzugs- 
weise ein thermoplastischer oder duroplastischer Kunststoff 
wie zum Beispiel Polyphtalamid verwendet. 

Das Umhullungsmaterial kann unter anderem zur mechanischen 
Stabilisierung zusatzlich vorzugsweise mit Glasfasern oder 
Mineral full stof f versetzt sein. 

Besonders bevorzugt eignet sich das erf indungsgemafie Bauele- 
ment zur Herstellung von Leuchtdiodenbauelementen mit Halb- 
leiterchips, bei denen zumindest die strahlungsemittierende 
Zone zumindest teilweise aus einem auf GaN basierenden Halb- 
leitermaterial, insbesondere aus einem GaN-, InGaN-, AlGaN- 
und/oder InGaAlN-Halbleitermaterial besteht • Das Emissions- 
spektrum von derartigen Halbleiterchips liegt, abhangig von 
der jeweils vorliegenden Zusammensetzung ublicherweise zu 
einem wesentlichen Teil im blauen und/oder ultravioletten 
Spektralbereich . 
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Die Ausnehmung des Gehausekorpers ist vorzugsweise mit einem 
zumindest fur einen Teil der vom Halbleiterchip ausgesandten 
Strahlung durchlassigen Material gefiillt. Zur Herstellung von 
mischfarbigem Licht abstrahlenden Leuchtdiodenbauelementen 
und/oder zur Umwandlung eines ultravioletten oder blauen 
Strahlungsanteiles des Chips in langerwellige Strahlung kann 
das durchlassige Material mit Leucht s toff par tike 1 versetzt 
sein, die zumindest einen Teil der elektromagnetischen Strah- 
lung mit Wellenlangen aus dem ultravioletten und/oder blauen 
Spektralbereich absorbiert und im Vergleich zu dieser langer- 
wellige, insbesondere fur das menschliche Auge sichtbare bzw. 
besser sichtbare elektromagnetische Strahlung aussenden. 

Die obigen sowie weitere Vorteile und Merkmale der vorliegen- 
den Erfindung ergeben sich aus dem im Folgenden in Verbindung 
mit den beiliegenden Zeichnungen naher erlauterten Ausfuh- 
rungsbei spiel . Es zeigen: 

FIG 1 eine schematische Darstellung eines oberf lachenmon- 

tierbaren optoelektronischen Bauelements, bei dem die vorlie- 
gende Erfindung eingesetzt werden kann; 

FIG 2A bis 2C verschiedene Ref lexionsspektren fur unter- 
schiedliche Materialien die beispielsweise gemafi der vorlie- 
genden Erfindung als Fxillstoffe in dem Kunststoff material des 
Gehausekorpers des in FIG 1 dargestellten Bauelements verwen- 
det werden konnen; und 

FIG 3 ein Ref lexionsspektrum fur einen Gehausekorper ei- 

nes optoelektronischen Bauelements gemaS dem Stand der Tech- 
nik. 

In FIG 1 ist eine schematische Darstellung eines zu einer Ge- 
hause-Montageseite 7 vertikalen Querschnitts durch ein opto- 
elektronisches Bauelement dargestellt, bei dem die vorlie- 
gende Erfindung zum Einsatz kommt . Der Gehausekorper 2 ist 
durch Umspritzen eines Leadframes 1 mit einem geeigneten 
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Kunststof fmaterial unter gleichzeitiger Formung des Gehause- 
korpers 2 gebildet. Der Gehausekorper 2 weist eine vorzugs- 
weise mittig zum Gehausekorper angeordnete Ausnehmung 6 auf . 
In dieser ist ein Halbleiterchip 3, wie zum Beispiel ein op- 
toelektronischer Sender oder Empfanger, vorliegend beispiels- 
weise ein auf GaN-, InGaN- , AlGaN- und/oder InGaAlN-Halblei- 
termaterial basierender Leuchtdiodenchip, angeordnet . Elek- 
trische Kontaktf lachen des Chips 3 sind mit elektrischen An- 
schlussen 1A, IB des Leadframes 1 mittels eines Bonddrahtes 4 
bzw. mittels eines elektrisch leitenden Verbindungsmittels 
zum Chipbonden elektrisch leitend verbunden. 

Die Innenf lachen 2A der Ausnehmung 6 des Gehausekorpers 2 
sind derart schrag ausgebildet, dass sie eine vom Chip 3 zur 
Seite hin ausgesandte Strahlung zumindest zu einem grofien 
Teil zu einer Abstrahlrichtung 8 des Chips 3 hin umlenken. 
Durch die nachfolgend beschriebene Auswahl eines geeigneten 
Materials fur den Gehausekorper 2 mit einem hohen Reflexions- 
vermogen dienen diese schragen Innenflachen 2A als Reflekto- 
ren, urn die Abstrahlleistung bzw. die Empf angsempf indlichkeit 
des optoelektronischen Bauelements zu erhohen. 

Der optoelektronische Halbleiterchip 3 ist in einem zumindest 
fur einen Teil der von diesem ausgesandten elektromagneti- 
schen Strahlung zumindest teilweise durchlassigen Ummante- 
lungsmaterial 5 eingebettet . Die dem Halbleiterchip 3 abge- 
wandte Oberflache des Ummantelungsmaterials 5 schlieSt dabei 
vorliegend im wesentlichen mit der Oberflache des Gehausekor- 
pers 2 ab. Es wird aber darauf hingewiesen, dass im Rahmen 
der vorliegenden Erfindung je nach Bedarf selbstverstandlich 
auch andere Fullhohen des Ummantelungsmaterials 5 in der Aus- 
nehmung 6 des Tragerkorpers 1 gewahlt sein konnen. Ferner 
kann auf den so gebildeten Gehausekorper 2 mit Ummantelungs- 
material 5 auch eine geeignete optische Einrichtung wie bei- 
spielsweise eine optische Linse aufgebracht werden, um die 
optischen Eigenschaf ten des Bauelements an spezielle Anwen- 
dungsmoglichkeiten anzupassen. 
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Als Material fur das Ummantelurigsmaterial 5 wird ublicher- 
weise ein strahlungsdurchlassiges Material eingesetzt, das 
vorzugsweise UV-initiiert oder Licht-initiiert hartende Ei- 
genschaften besitzt. Ein besonders bevorzugtes Ummant e lungs - 
material 5 enthalt ein UV-initiiert oder Licht-initiiert har- 
tendes Epoxidharz, das durch Beauf schlagung mit Licht- oder 
UV-Strahlung innerhalb weniger Sekunden angehartet bzw. vor- 
fixiert und zu einem spateren Zeitpunkt thermisch vollstandig 
ausgehartet wird, 

Je nach Wahl des Materials des Gehausekorpers 2 und den ge- 
wunschten optischen Eigenschaf ten des optoelektronischen Bau- 
elements enthalt das Ummantelungsmaterial 5 neben seinem 
Hauptbestandteil des oben angegebenen Epoxidharzes weitere 
Anteile, urn die Verbindungsstarke mit dem Gehausekorpermate- 
rial, die Anharte- und Aushartezeit , die Lichtdurchlassig- 
keit, den Br echungs index, die Temperaturbestandigkeit , die 
mechanische Harte, etc. wunschgemaS einzustellen. 

Zur Herstellung von mischf arbigem Licht abstrahlenden Leucht- 
diodenbauelementen und/ oder zur Umwandlung eines ultraviolet - 
ten oder blauen Strahlungsanteiles des Chips in langerwellige 
Strahlung ist das Ummantelungsmaterial 5 mit Leuchtstof fpar- 
tikel versetzt. Diese absorbieren zumindest einen Teil der 
vom Chip 3 ausgesandten elektromagnetischen Strahlung, zum 
Beispiel mit Wellenlangen aus dem ultravioletten und/oder 
blauen Spektralbereich, und emittieren dann elektromagneti- 
sche Strahl\ing mit im Vergleich zur absorbierten Strahlung 
grofieren, insbesondere fur das menschliche Auge sichtbaren 
bzw. besser sichtbaren Wellenlangen. 

Fur den Gehausekorper 2 des Bauelements wird ein Umhul lungs- 
material eingesetzt, das bestimmte Fullstoffe enthalt. Dieses 
Umhullungsmaterial t das den Hauptbestandteil des Gehausekor- 
pers 2 bildet, wird dabei bevorzugt aus einem thermoplasti- 
schen oder duroplastischen Kunststoff gebildet. Besonders ge- 
eignet ist hierfur beispielsweise Polyphtalamid, welches zur 
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mechanischen Stabilisierung mit Glasfasern versetzt sein 
kann. 

Als Fullstoff, der mit einem Volumenanteil von etwa 5 bis 
15 %, vorzugsweise 8 bis 12 % und besonders bevorzugt unge- 
fahr 10 % zugegeben wird, ist vorteilhaf terweise Bariumsulf at 
(BaS0 4 ) benutzt. Bariumsulf at ist ein Material, das in einem 
Wellenlangenbereich zwischen etwa 350 und 800 nm ein Refle- 
xionsvermogen von mehr als 90 % aufweist, wie dies in dem Re- 
flexions spekt rum von FIG 2A dargestellt ist. 

Aufgrund dieses hohen Ref lexionsvermogens auch fur Wellen- 
langen unterhalb von 500 nm, wird von den Innenf lachen 2A des 
Gehausekorpers 2 auch blaues Licht und UV-Licht reflektiert. 
Somit zeigt das Bauelement mit einem derartigen Gehausekorper 
auch fur Anwendungsf alle in diesem Spektralbereich einen gu- 
ten Wirkungsgrad, da ein hoherer Anteil der von dem Halblei- 
terchip 3 erzeugten Strahlung von dem Bauelement emittiert 
bzw. ein hoherer Anteil der von dem Bauelement empfangenen 
Strahlung durch den Halbleiterchip 3 detektiert werden kann. 

AuSerdem ist vorteilhaf terweise durch die Zugabe des Fiill- 
stoffes der Gehausekorper 2 im Vergleich zu herkommlichen Ge- 
hausekorpern alterungsstabiler , da weniger Absorptionsenergie 
in dem Gehausekorper auftritt. Da Bariumsulf at nicht nur un- 
terhalb von 500 nm sondern bis in den Inf rarotbereich ein 
sehr hohes Ref lexionsvermogen besitzt, ist ein optoelektroni- 
sches Bauelement mit einem solchen Gehausekorper universell 
einsetzbar . 

Ein alternativer geeigneter Fullstof fe ist Teflon (PTFE) , 
dessen Ref lexionsvermogen im Diagramm von FIG. 2B dargestellt 
ist. Wie man dem Ref lexionsspektrum von FIG 2B entnehmen 
kann, zeigt Teflon in einem Bereich von etwa 300 bis 800 nm 
ein sehr hohes Ref lexionsvermogen von deutlich liber 90%. 
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Ein weiterer alternativer Fullstoff ist beispielsweise Ana- 
tas, eine besondere Modi fikat ion von Ti0 2 , dessen Reflexions - 
spektrum im Diagraram von FIG 2C gezeigt ist. Im Diagramm von 
FIG. 2 ist zum Vergleich das Ref lexionsvermogen des bisher 
verwendeten Rutils aufgetragen. Anatas ist wie Rutil eine be- 
sondere Modifikation von Ti0 2/ wobei die Titan- und Sauer- 
stoffatome im Falle von Rutil dichter gepackt sind und Rutil 
eine hohere Dichte und eine hohere Brechzahl als Anatas auf- 
weist . 

Die vorliegende Erfindung ist selbstverstandlich nicht nur 
auf die oben ausdrucklich angegebenen Material ien fur den 
Fullstoff und das Kunststoff material beschrankt . Ausgehend 
von der Erkenntnis, dass ein Fullstoff mit einem hohen Ref le- 
xionsvermogen auch im blauen und/oder im UV-Bereich zu ver- 
wenden ist, kann der Fachmann auch andere Materialien mit 
entsprechenden Eigenschaf ten als Fullstoff verwenden, ohne 
dass er dabei den Grundgedanken der Erf indung verlaSt . 
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Patentanspruche 

1. Optoelektronisch.es Bauelement mit einem aus einem Umhul- 
lungsmaterial, insbesondere aus einem Kunststoff material ge- 
fertigten Gehausekorper (2) , einem an dem Gehausekorper (2) 
angeordneten optoelektronischen Halbleiterchip (3) und mit 
elektrischen Anschlussen (1A, IB) , mit denen der Halbleiter- 
chip (3) elektrisch leitend verbunden ist, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

das Umhullungsmaterial einen Fullstof f enthalt, der fur elek- 
tromagnetische Strahlung aus einem Wellenlangenbereich zwi- 
schen einschlieSlich 300 nm und einschlieSlich 500 nm einen 
Reflexionsgrad aufweist, der groSer als oder gleich 0,5, ins- 
besondere groSer als oder gleich 0,7 ist. 

2. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

der Anteil des Fullstof fes in dem Umhullungsmaterial zwischen 
einschlieSlich 5 Vol . % und einschlieSlich 50 Vol.%, insbeson- 
dere zwischen einschlieSlich 5 Vol.% und einschlieSlich 15 
Vol.% betragt. 

3. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

der Fullstof f ein Material aus der Gruppe bestehend aus Bari- 
umsulfat, Anatas und Teflon oder eine Mischung aus zwei oder 
mehr dieser Materialien aufweist. 

4. Optoelektronisches Bauelement nach einem der vorherge- 
henden Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

das Umhullungsmaterial ein thermoplastischer oder duroplasti- 

scher Kunststoff ist. 

5. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
das Umhullungsmaterial Polyphtalamid ist. 
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6. Optoelektronisches Bauelement nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

das Umhullungsmaterial mit Glasfasern oder Mineralfullstof f 

versetzt ist. 

7. Optoelektronisches Bauelement nach einem der vorhergehen- 
den Anspriiche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
der Halbleiterchip eine strahlungsemittierende Zone enthalt, 
die zumindest teilweise aus einem auf GaN basierenden Halb- 
leitermaterial, insbesondere aus einem GaN- , InGaN- , AlGaN- 
und/oder InGaAlN-Halbleitermaterial besteht. 

8. Optoelektronisches Bauelement nach einem der vorhergehen- 
den Anpruche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
der Halbleiterchip eine strahlungsemittierende Zone enthalt, 
die elektromagnetische Strahlung mit Wellenlangen aus dem ul- 
travioletten Spektralbereich aussendet . 

9. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Ausnehmung mit einem zumindest fur einen Teil der vom 
Halbleiterchip ausgesandten Strahlung durchlassigen Material 
gefullt ist, das Leuchtstof f partikel enthalt, die zumindest 
einen Teil der elektromagnetischen Strahlung mit Wellenlangen 
aus dem ultravioletten Spektralbereich absorbiert und im Ver- 
gleich zu dieser langerwellige elektromagnetische Strahlung 
aussenden. 

10. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die langerwellige elektromagnetische Strahlung Wellenlangen 
aus dem fur das menschliche Auge sichtbaren Spektralbereich 
auf weist . 
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11 . Optoelektronisches Bauelement nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

der Gehausekorper (2) eine Ausnehmung (6) aufweist, in der 

der Halbleiterchip (3) angeordnet ist. 

12. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 11 , 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Ausnehmung (6) als Reflektor von zumindest einem Teil der 
vom Halbleiterchip (3) ausgesandten Strahlung ausgebildet 
ist . 
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FIG 3 

Stand der Technik 
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